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1 Objetoy campo de aplicacion

Esta parte de la Norma IEC 61000 trata sobre los requisitos relativos a la inmunidad conducida de equipos eléctricos y
electrénicos frente a las perturbaciones electromagnéticas provocadas por transmisores de radiofrecuencia (RF)
intencionados, en el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz. Los equipos que no disponen al menos de una linea
y/o un cable conductor (tales como los cables de alimentacién, las lineas de transmisién de sefiales o las conexiones de
puesta a tierra) que pueda acoplar los equipos con los campos perturbadores de RF se excluyen del campo de aplicacion
de este documento.

NOTA 1 En esta parte de la Norma IEC 61000 se definen los métodos de ensayo para medir el efecto de las perturbaciones conducidas, inducidas
por radiaciones electromagnéticas, sobre los equipos referidos. La simulacion y la medida de las perturbaciones conducidas no son lo
suficientemente exactas como para determinar cuantitativamente los efectos. Los métodos de ensayo definidos se estructuran
principalmente para obtener una buena reproducibilidad de los resultados en diferentes instalaciones de ensayo para un analisis cuantitativo
de los efectos.

El objeto de esta norma es establecer una referencia comun con el fin de evaluar la inmunidad funcional de los equipos
eléctricos y electrénicos cuando estan sometidos a las perturbaciones conducidas inducidas por los campos de
radiofrecuencia. EI método de ensayo documentado en esta parte de la Norma IEC 61000 describe un método coherente
con el fin de evaluar la inmunidad de un equipo frente a un fendmeno definido.

NOTA 2 Tal como se describe en la Guia IEC 107, esta norma es una publicacion béasica en CEM destinada a ser usada por los comités de productos
de IEC. Como se indica también en la Guia 107, corresponde a los comités de productos de IEC determinar si se deberia aplicar 0 no esta
norma de ensayo de inmunidad, y si este es el caso, si tienen la responsabilidad de determinar los niveles de ensayo y aptitud para la
funcioén adecuados.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacidn, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la
aplicacion de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin
fecha se aplica la dltima edicion (incluyendo cualquier modificacidn de ésta).

IEC 60050 (todas las partes), Vocabulario electrotécnico Internacional (VEI)  (disponible en
<http://www.electropedia.org>).
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